Elektronige Giris Laboratuvari
Deney 1
BJT ve MOSFET’in DC Ozelliklerinin Cikartiimasi

Deney 1.1

Deney 1.1'de bipolar jonksiyonlu transistorin ileri ydonde g¢alismasi incelenecektir. Vge > 0 ve Vgc < 0

oldugu durum icin kolektor akimi asagidaki denklemler ile ifade edilmektedir.

I = Ice Vae/Vr

Ip = Bely

Transistorin ileri yonde calismasina iliskin bu iki temel karakteristigi elde edebilmek icin Sekil 1'deki
ortak emeto6rli devre kurulmustur. Sekil 1’deki Rs direnci kisa devre edilmeli ve Vc gerilimi 5V

secilmelidir.

Deneyde BC238 BJT kullanilacaktir ve model dosyasi Deney 1.2'nin sonunda verilmistir. R; direncinin
degerini 1kQ’dan 1MQ’a uygun araliklarla degistirerek Tablo 1'i doldurunuz. Devredeki R1 direncinin

degistirilmesiyle farkh Iz ve/veya Vge degerleri elde edilecektir.

Tablo 1’den yararlanarak Sekil 2’de gosterilen Ic — Vge ve Ic— g grafiklerini elde ediniz. Grafiklerin

olusturulmasi icin Excel yazilimini kullanabilirsiniz.

Not: LTSpice benzetiminde, potansiyometre kullanilan vyerlerde direng kullanip degerlerini

diizenleyebilirsiniz.
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Sekil 1: Ortak emetdr (common emitter) yapisi.
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Tablo 1: Deney 1.1 6l¢lim sonuglari.

R: Vie Ic Is B
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Sekil 2: Ic — Vee ve Ic — |p grafikleri.
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Deney 1.2

Tablo 1’den R; direncinin ortalama degerlerinden bir tanesini se¢ip Tablo 2’ye yaziniz.

Ters yonde ¢alisma icin, transistoriin kolektor ve emetor bacaklarinin yerlerini degistirin ve 6lglimleri

tekrarlayiniz.

Doyma bdlgesi icin, R1 direncini kisa devre yapip Rs degerini 1kQ olarak seginiz. Transistor bu degerler

ile doyma bolgesinde ¢alismaktadir. Doyma bdlgesinin (Vcs<0) sonuglarini Tablo 2’ye yaziniz.

Tablo 2: ileri yonde, ters ydnde ve doyma bolgesinde calisma degerleri.

R: = Vee Vee Is Ic B

ileri Yonde Calisma
(Forward active mode)

Ters Yonde Calisma
(Reverse active mode)

Doyma
(Saturation)
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Deney 1.3

Sekil 3’de yer alan ortak kaynak (common source) yapisini kurunuz. Vg gerilimini 10V, Vp gerilimini 5V
seciniz. Ry direncinin degerini 100 kQ’dan baslayarak uygun araliklarla azaltarak Tablo 3’ doldurunuz.

Sekil 4’'teki Ip-Vas grafigini cizdirerek, transistorin esik gerilimini bu grafik Gzerinden yaklasik olarak
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belirleyiniz.
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Sekil 3: Ortak kaynak (common source) yapisi.

Tablo 3: Deney 1.3 Ves-Io Degerleri

Vas Ip
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Sekil 4: Ip-Ves grafigi.
Deney 1.4

Ve gerilimini 5V ve R; direncini 100kQ olarak seciniz. R, degeri sabit oldugu icin, Vas gerilimi de sabit
kalacaktir. Vp gerilimini 0 — 10V arasinda degistirerek Tablo 4’(i doldurunuz ve Sekil 5'teki grafigi

olusturunuz.

Tablo 4: Deney 1.4 VDS-ID Degerleri

Vbs Ip




Elektronige Giris Laboratuvari
Deney 1
BJT ve MOSFET’in DC Ozelliklerinin Cikartiimasi

Y

Sekil 5: lo-Vps grafigi.

(BC238 ve CD4007n igin gerekli veri yapraklarini internette bulabilirsiniz)



